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Uunnduna Silizium-npn-Planar-Epitaxie-

Transistor tlﬂuﬂmwdﬁ ”m
mittelschneller Schalter bei -

temperaturen da von =55 °C bis 4125

¢t Bouform B 3/25 - 3o,

TGL 11 81

Kollektor am Gehduse

Masse = 1 g

Zuliissige Hichstwerte bis #jmax

Ucgo = 120V Is = 250 mA

Ucgo = B8OV Pc = 500 mW

Ugso = 7V bel 04 = oC

lc = 500 mA & ~ oC
Oa - oC

Kennwerte fiir #o == 25°C -5 grd

Min Typ |\ Max.
Reststrome
leso ; | | 25 nA | UcBOmax |
Durchbruchspannung
U(er)cao | 120 V ‘ - lceo = 5 uA
U(er)ceo | 80 V | lceo = 50 mA
utnn]m' TV leso = 5 pA
Séttigungsspannung
UcEsat ’ 105V |lc =150 mA, Is = 1S mA |
Gleichstromverstiirkung
B 18 s Ucg = 2 V, lc = 50 mA A
B 28 N B
B 56 | 140 C
B | 112 280 D
B | 224 540 E
B |40 | 120 | F
Ubergangsirequenz

fr 1 60 MHz | 100 MHz | ' Ucg = 10 V, Ic = 10 mA,
.  f = 15 MHz




Min. le Max. | MeBbedingungen lm
: greppen
Ausgangskaparitit
c2zp 10pF |12pF | 20pF  Ucg =10V, lg = 0, f = 2MHz
Eingangskoparitét
cm | | 38 pF Ugs =5V, Ic = 0, f = 2 MHz
Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor SF 129 B
der Stromverstérkungsgruppen B
@ Pc = f (#a)
o = freitrogende Montoge
20 b == ideale Kihlung
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Uctsor (mv) —=

Vet =7 (W) Ustsat (normiert) = f (ic)
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